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TESTSYSTEM FUR STATISCHE MESSUNGEN
AN LEISTUNGSHALBLEITERN

Das TSM 664 dient zur Prifung
von Leistungshalbleitern und Leis-
tungshalbleitermodulen mit bis zu
9 Hochstromanschlissen. Das
System besteht aus bis zu 6 Kom-
ponenten und kann je nach
Messanforderung in der Zusam-
menstellung variiert werden.

Die Standardausfiihrung besteht
aus den Komponenten:

1) Gate-Stress-Gerat GSG 664:
Prifspannung bis 75 V, Im-
pulsdauer einstellbar im Be-
reich von 10 bis 100 ys + 1 ps.

2) Gate- Messgerat GM 664:
Prifspannung bis 75 V, Gate-
Leckstrommessung 1 nA bis
10 mA.

3) I0- Erweiterung 625.

4) Sperrspannungsmessgerat
SML 664: Sperrspannung bis
8 kV, Sperrstrom bis 300 mA.

5) Messstellenumschalter mit
9 Kanalen MU 664:
9 x 4.000 A (Hauptstrompfade)
9 x 2 A (Sense-Anschlisse)

2 x 9 x 2 A (Gate-Anschlisse)

9 x 2 A (Hilfsemitter-Anschl.)
Spannungsfestigkeit > 8.000 V.
Der MU 664 dient dazu, die
einzelnen Komponenten des
Testsystems mit den Priflings-
anschlissen zu verbinden.

6) Durchlassspannungsmessgerat
DM 664: Stromimpulse bis zu
4.000 A, 500 ps,
Vp-Messung, gfs-Messung
(Ubertragungssteilheit).

Die Steuerung des Messsystems
erfolgt Uber einen PC, verbunden
Uber zwei serielle Schnittstellen.
Die zusatzlich angebotene Bedie-
nersoftware erlaubt u. a. die einfa-
che Erstellung von Messroutinen
sowie eine ergebnisabhangige
Klassifizierung der Priiflinge.

e Sperrspannungsmessung bis zu
8 kV

e Sperrstrommessung bis 300 mA

¢ Durchlassspannungsmessung
bis zu 4.000 A, max. 500 us

¢ Vp-Messung
¢ gfs-Messung

e Gate- Leckstrommessung im
Bereich von 1 nA bis 10 mA

e Gate- Ladungsmessung im Be-
reich von 0 bis 50 uC

e Messstellenumschalter mit 9
Kanalen

Anwendungen

e Automatisierte Bauteilpriifung in
der Produktion

o Uberpriifung von statischen
elektrischen Kenngréfien von
Leistungshalbleitermodulen



Technische Daten TSM 664

Mess- und Einstellbereiche

Nr. Messung Ergebnis / Bereich | Auflésung Parameter Einstellbereich Aufldsung

1. VeR ces 8.000 V 1V Sperrstrom 10 pA - 300 mA 1 pA
Max. Priifspannung 10 - 8.000 V 1V
Messdauer 5-200 ms 1ms

2. Tces 10 pA - 300 mA 0,1 pA Priifspannung 10 - 8.000 V 1V
Max. Sperrstrom 10 pA - 300 mA 1 pA
Messdauer 5-200 ms 1ms

VeE(th) 1-10V 1mv Messstrom 0,1 -2.000 mA 0,1 mA

4. Veeon) 0-20V 1mv Laststrom 1-4.000 A 0,1A
Gatespannung 0-30V 0,1v

5. s 0-30V 1mv Laststrom 1-4.000 A 0,1A
Vee 05-20V 0,1v
Gatespannung Ve wax 5-30V 0,1v
Gatespannung Ve v 2-30V 0,1v

6. gfs 0-1.000 A/V 1 mA/V Laststrom 1-4.000 A 0,1A
Vee 05-20V 0,1v
Gatespannung Ve wax 5-30V 0,1v
Gatespannung Ve miv 2-30V 0,1v
Laststrom 2. Messung 1-4.000 A 0,1A

7. Tees 10 nA-10 mA 0,01 nA Prifspannung 5-75V 1V
Messdauer 30 - 900 ms 1ms
Sperrstrombereich 10nA - 10 mA -

Ve 0-20V 1mv Laststrom 1-4.000 A 1A

9. Qats 0-50pC 10 nC Spannung 50-20V 0,1V

10. | GATE-Stress Spannung 5-75V 0,1V
Impulsdauer 10 - 100 ps 1ps
Anstiegzeit 5-50 ps 1us

RECTIFIER (DIODE)

1. VRrm 8.000 V 1V Sperrstrom 10 pA - 60 mA 1 pA
Max. Priifspannung 1-8.000V 1V
Messdauer 1ms

2 Ir 10 pA -20 mA 0,1 pA Prifspannung 10 - 8.000 V 1V
Max. Sperrstrom 10 pA - 300 mA 1pA
Messdauer 1ms

3. Ve 0-5V 1mv Laststrom 1-4.000 A 0,1A

Resistor (PTC/NTC/SHUNT)

1. Rsensor 0-10V 1imv Messstrom 0,1 -2.000 mA 0,1 mA

2. RsHunT 0-5V 1imv Messstrom 1-4.000 A 0,1A

Messtellenumschalter:

9 Kanale mit den Anschlissen: 1 x 4.000 A Power, 1 x 1A Sense, 1 x 1 A Hilfsemitter, 2 x 1A Gate
inklusive Gate- Kurzschlussrelais zur Prifung von IGBTs / MOSFETSs; Spannungsfestigkeit > 8.000 V

Allgemeines:

Netzanschluss 230 V~ 50 Hz
Abmessungen (B x H x T) ca. 550 x 1.800 x 500 [mm]
Gewicht ca. 200 kg
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